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1. はじめに 

前回、我々は Si(100)上における PtSi 薄膜の均一形成を目的として、
SWC-RTA[1]に関する検討結果を報告した[2]。今回、Pt 堆積時のスパッタガス依
存性に関する検討を行ったので報告する。 

 

2. 実験方法 

SPM 洗浄、希フッ酸処理を行った p-Si(100)基板上に、RF マグネトロンスパッ
タ法(0.65 Pa, RF:80-200 W)により Pt(20 nm)を Ar および Kr をスパッタガスとし
て室温で堆積し、窒素雰囲気中で 600ºC/1 min のシリサイド化を行い、PtSi を形
成した。このように作製した試料のシート抵抗を四探針法にて測定した。 

 

3. 実験結果及び考察 

図 1 にシート抵抗の RF 出力依存性
を示す。Ar スパッタを用いた場合、80 

W から 160 W まで出力を上昇させると
シート抵抗が大きく減少し 180 Wで 22 

/sq が得られた。一方、Kr をスパッタ
ガスとして用いることにより、RF 出力
80-200 W においてもシート抵抗は 20 

/sq 以下が得られることがわかった。
以上の結果から Kr スパッタを用いる
ことで、スパッタダメージを低減しつ

つ、低抵抗な PtSi を形成可能であるこ
とが分かった。 
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図 1 シート抵抗の RF 出力依存性 
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